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Gewichtetwa 1g MaBe in mm

pnp-Transistor

AC 120 ist ein legierter pnp-Germanium-Transistor in Metallausfiihrung. Die Anschlisse
sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der Kollektoranschiu wird mit einem griinen
Punkt am Gehauserand gekennzeichnet.
Der Transistor AC 120 ist besonders fir NF-Endstufen mittlerer Leistung geeignet.
Fir diese Anwendung kénnen AC 120 gepaart geliefert werden. Die Kiihlschelle
Q 62901-B1 ist zusatzlich zu bestellen.

Grenzdaten AC 120
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 20 v
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 20 Y
Emitter-Basis-Spannung -Ugso 10 v
Kollektorstrom -Ic 300 mA
Sperrschichttemperatur T; 75 °C
Gesamtverlustleistung bei T¢ = 45 °C Piot 600 mW
Wiérmewiderstand
Waéarmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und Transistorgehause Ring = 50 grd/W
Kenndaten
fir eine Umgebungstemperatur von Ty = 25 °C
Statische Kenndaten
Bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 0,5 V und den nachstehenden
Kollektorstromen —I¢ gilt:
-Ic Iy B ~Use -Ucksat
mA mA Vv \%
3 0,055 55 0,14 (< 0,30) 0,16 (< 0,26)
100 2 50 0,33 (< 0,59) 0,21 (< 0,42)
300 8,1 37 0,46 (< 0,88) 0,24 (< 0,46)
Reststrome

Kollektor-Basis-Reststrom  bei -Ucgp = 20V
Kollektor-Emitter-Reststrom bei -Ucgg =5V
Emitter-Basis-Reststrom bei ~-Uggp =10V
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Dynamische Kenndaten

Arbeitspunkt: -Ic = 20 mA; -Ucg =5V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg = 17kHz
Grenzfrequenz in Basisschaltung f« = 1,5MHz
Basis-Bahnwiderstand rppr = 60 Q
Kollektor-Sperrschichtkapazitat Cprc = 85 pF

VierpolgroBen

Arbeitspunkt:

—IC=2OmA;—UCE=5V;f=1 kHz h11e =210Q
h1ge =12 - 104
ha1e = 50
hy2e = 550 u.S
¥21e = 240 mS

Stromverstarkungsgruppierung

Die Transistoren AC 120 werden- nach der statischen Stromverstarkung B gruppiert
und mit romischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: -Ic = 100 mA; -Ucg = 0,5V

Ziffer l v | v
Stromverstarkung B l 30-60 [ 50-100

Schaltzeiten

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von i = 1,5 ... 3 und einem Ausraumfaktor von a = 1
(I's = 2 mA bei -I¢ = 100 mA) gelten folgende Schaltzeiten:

tein =7 (< 14) us

ts =3 (<8 us
tr =18(< 36) us
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Kollektorstrom I = f (Ip)
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Stromabhangigkeit der h-Parameter
he (I¢)
e~ hc=SmA — IO
Ucg=-5V;f=1kHz
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Gewicht etwa 20 g MaBe in mm

pnp-Transistoren
Fir Neuentwicklung nicht verwenden (siehe AD 133 und AUY 21).

AD 103 und AD 104 sind legierte pnp-Germanium-Transistoren in Metallausfihrung.
Der Kollektor ist mit dem Geh&use elektrisch verbunden. Fur die Befestigung dieser
Transistoren auf einem Chassis sind die Befestigungsteile Q 62901-B 5 vorgesehen.
Diese sind zusatzlich zu bestellen.

Die Transistoren AD 103 und AD 104 sind besonders fur die Verwendung in NF-Lei-
stungs-Endstufen und als Schalter fiir groBe Leistungen geeignet.

Grenzdaten AD 103 AD 104

Kollektor-Emitter-Spannung fir-Ic = 2 A -Uceo 32 45 v
Kollektor-Emitter-Spannung fir Ic = Icmax —Uceo 20 32 Y
Kollektor-Emitter-Spannung (Ugz 2 1 V) -Ucev 50 65 Y
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 50 65 \
Emitter-Basis-Spannung -Ugso 10 20 \
Kollektorstrom -Ic 15 10 A
Sperrschichttemperatur T; 90 90 °C
Gesamtverlustleistung bei Tg < 45 °C Piot 22,5 22,5 W

Warmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht
und Transistorgehause Ring = 2 grd/W

Kenndaten
fur eine Gehausetemperatur von Tg = 25 °C
Statische Kenndaten

Bei einer Kollektorspannung von -Ucg = 0,5V und den nachstehenden Kollektorstromen
I gilt:

-Ic -Ig B ~Use -Uck sat
Typ A mA v v
AD 103 0,5 6,6 (< 16,7) | 75 (> 30) 0,3 (< 0,5)

5 100 (< 250) | 50 (> 20) 0,5 (< 1,0)

15 600 (< 1500) | 25 (> 10) 08(<15 | 03(<05)
AD 104 0,5 714 (< 17,9) | 70 (> 28) 0,3 (< 0,5)

5 111 (< 250) | 45 (> 20) 0,5 (< 1,0)

10 333 (< 834) | 30 (> 12) 06(<12 | 027(<05)
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Reststrome und Sperrspannungen
fur eine Gehausetemperatur von 90 °C

l AD103' AD 104 [

Kollektor-Emitter-Reststrom bei -Ucgy* ~Icpy l 3(<10) | 3(<10) mA
Emitter-Basis-Reststrom bei —-Uggp* ~Irpo 3(<10) | 3(<10) mA
Kollektor-Emitter-Sperrspannung-Iceo=2A -Ucgo > 32 > 45 \
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -Ic* -Uceo > 20 ! > 32 \

Dynamische Kenndaten
Arbeitspunkt: -Ic =05 A; -Ucg =6V

= 10 kHz
= 200 kHz

Grenzfrequenz in Emitterschaltung
Grenzfrequenz in Basisschaltung

S

Stromverstérkungsgruppierung

Die Transistoren AD 103 und AD 104 werden nach der Gleichstromverstarkung B
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: -Ic =5 A; -Ucg = 0,5V

Ziffer | |I** | I | \%

Stromverstarkung B | 12525 | 2040 | 3060

Schaltzeiten

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von ii = 1,5 ... 3 und einem Ausriumfaktor von a =1
(I's2 =100 mA; -Ic = 5 A) gelten folgende Schaltzeiten:

tein = 12 (< 25) us

ty =8 (<15)us

tr =10 (< 25) us

* siehe Grenzdaten
** ausgenommen AD 103
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'AD 103
AD 104

Kollektorstrom I =f (Ig)
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Eingangskennlinie
Ig="f(Upg): Ucg=-05 \
(Emitterschaltung)
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]

AD103—
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fiir den Schaltbetrieb (AD 103)
(Emitterschaltung)
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fir den Schaltbetrieb (AD 104)
(Emitterschaltung)
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Temperaturabhéngigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung
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pnp-Mesatransistoren

=
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105 —»

Gewichtetwa 1,6 g

MaBe in mm

AF 107 und AF 108 sind pnp-Germanium-Hochfrequenz-Transistoren in Mesa-Technik.
Der Kollektor ist mit dem Gehéause elektrisch verbunden.

Grenzdaten AF 107 AF 108
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 15% 16% "
Kollektor-Basis-Spannung ~Ucso 30 30 \
Emitter-Basis-Spannung -Uggo 1%* 1%* \Y
Kollektorstrom -Ic 70 70 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 90 °C
Gesamtverlustleistung bei Tg =45°C Pyt 500 500 mw
Waérmewiderstand

Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und ruhender umgebender Luft Ry = 250 grd/W
Warmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht

und Transistorgehause Rivg < 90 grd/W
Kenndaten

fur eine Umgebungstemperatur von Ty = 25°C

Reststrom

Kollektor-Basis-Reststrom bei -Ucpo = 15 V -Icgo = 3 (< 30) A

* Die angegebene Kollektor-Emitter-Spannung Ucgq ist keine Grenze fir die Aussteuerbarkeit der
Transistoren. Der Wert darf iberschritten werden, wenn die thermische Stabilitat gewahrleistet ist.

** Dieser Wert darf Giberschritten werden, solange der Emitterstrom nicht gréBer als 10 mA wird.
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Dynamische Kenndaten

Fur folgende Arbeitspunkte gilt:

—IC = 2mA, ‘UCE =6V
Frequenz firf =1
Hochste Schwingfrequenz

Optimale Leistungsverstarkung
in Basisschaltung bei 100 MHz

Optimale Leistungsverstarkung
in Emitterschaltung bei 100 MHz

Rauschfaktor bei 100 MHz
(Rg = 60 Q)

Rauschfaktor bei 200 MHz
(Rgc =60Q)

Stromverstarkung bei 1 kHz
Rdckwirkungs-Zeitkonstante
Kollektorkapazitat

bei -Ucg = 6V

—Ic = 10mA, -Ucg = 10V
Frequenz fur g =1

Hdéchste Schwingfrequenz

Optimale Leistungsverstarkung
in Basisschaltung bei 100 MHz

Stromverstarkung bei 1 kHz
Ruckwirkungs-Zeitkonstante

Kollektorkapazitat
bei -Ucg = 10V

| AF 107 AF 108

fﬁ1 250 (> 150) | 250 (> 150) | MHz
frnax 500 500 MHz
Vabopt > 10 > 12 dB
Ve opt > 12 > 14 dB
F 5.8 5,8 dB
F 6,8 6,8 dB
Bo >5 > 10

rop’ + Ce'p' | 35 (< 80) 35 (< 60) psec
Ce 14(<30) [14(<30) |pF
fa1 330 (> 200) | 330 (> 200) | MHz
frmax 600 600 MHz
Vibopt > 12 > 14 dB
Bo > 12 > 25

rpp’ - Cc'p' | 28 (< 40) 28 (< 40) psec
Cc 1,2 (< 1,8) 1,2 (< 1,8) pF
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Ausgangskennlinien
Ic = f(Ucg); Ig = Parameter
(Emitterschaltung)
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Eingangsleitwert y;,
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